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Siemens

Diode BB804 Datasheet

Silizium-Zweifach-Abstimmdiode BB 804
» Fir FM-Tuner 50723
® Monalithische Konstruktion mit . 30 8]
gemeinsamer Kathode gewahrlaistet |t g'_ - gg
Gleichlauf beider Teildioden L4 — E
o Gleichmagiger Kapazitatsverlauf @ f E ;-l.'ﬁll

nach guadratischem Gesetz

Geeignet fur verzerrungsireie

Gegentaktschaltung in HiFi-Tunern
Kapazitatsgruppen verflgbar

Kunststoff-Miniaturgehause

fir Oberflachenmaontage (SMD)

Typ BB 804

Best.-Nr. Schittgut: Q62702-B328 | Gurt: Q62702-B356

Stempel SF (Kapazitatsgruppenkennung siehe nachste Seite)

Grenzdaten je Diode

Sperrspannung Ve 18 W
Spitzensperrspannung Ve 20 v
DurchlaBstrom I 50 mA
T.=60°C

Betriebstemperatur Toe 100 “C
Lagertemperatur Tug —65._.+150 “C
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Kenndaten je Diede (T, = 25°C)

min | typ max
Sperrstrom Iy
Ve = 16V - - 20 nA
16V, T, =60°C — — 200 | nA
Diodenkapazitét Cr 42 - 475 |pF
W=2V,f=1MHz
Kapazitatsverhaltnis Cr2 165 |17 - -
Vi =2V BV;f=1MHz c.8
Serienwiderstand fs - 02 | — Q
Cy = 38 pF, f = 100 MHz
Gltefaktor aQ — 170 - =
Cr = 38 pF, f = 100 MHz
Temperaturkoeffizient der TC: - 330 - ppm/K
Diodenkapazitat
Vo=2V,f= 1MHz
Kapazitatsgruppen" Cr
Vo =2V, f=1MHz
Gruppe 0 42 — 435 |pF
1 43 — 445 |pF
2 4 |- 455 |pE
3 45 —_ 465 |pF
4 46 — 475 |pF

U Die Kapazitdtsgruppe ist auf dem Bauelement durch Bestempelung mit der Gruppen-Mr. gekennzeich-
net und aul dem Packzettel vermerkt. Eine Yerpackungseinheit (z. B. B-mm-Gurt) enthalt nur Dioden
einer Sortlergruppe. Eine Bestellung einzelner Kapazitatsgruppen ist nur auf Anfrage moglich.
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Diodenkapazitdt Oy = f (V) Croa _
je Diode, f = 1 MHz Kapazithtshub —— = f{Val

j& Diode: Vg = 1W. 2V, f = 1 MHz

pF
[.1u] - 3 Hi
T /‘Tnv
L m Crrgs Tl
|T ™ f!m f’ ﬁ'l
T Craw
&0 # o
[
"'n\ , ‘,f‘r T
50 A B
N
L%
% '\\ / i
N /
] i VEER] E—
'hh i
"
Fui] - \'\
10
L] i}
03 10 0oy ] 5 ] 15 anw
—, e

Temperaturkoetfizient TC. = F{Vg)
je Diode, f = 1 MHz

1
K
W

gt oo

TEe 5 .
“’\,,_\ ||
™
T
h"\‘

w-ﬂ \‘
; =
ol

ni 1 ! w0V

_-.‘i

Datasheet Rev. 1.4 — 02/19 — data without warranty / liability



